CARACTERIZACAO MICROESTRUTURAL DE VARISTORKS
A BASE DE ZnQO
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A funcdo dos varistores & delectar e limitar tran-
slentes de voltagens surgidas e executar essa fungio re-
pentinamente sem ser destruido. Podem ser usados em um
campo ac ¢ dc e sobre uma ampla f(aixa de voltagem, de
poucos volts a dezenas de kilovolis e em uma ampla faixa
de corrente, de microampéren a kiloampéres. Sua versali-
lidade tem permitido a sua aplicagido tanto na inddstria
de poténcia quanto na industria de semicondutores. Sendo
materials policristalinos, a absorcAo de energia negses
varistores ocorre essenclalmente nos contornos de  graos
distribuidos pelo seu volume, conferindo-lhes assim exce-
lentes caracteristicas elétricas. Essas caracteristicns
elétricas estio diretamente relaclonadas com a
distribui¢io dos aditlvos, Lamanho, ligacio e
digtribuicio dos grice de Oxido de zlnco, isto &, com a
wicroeatrutura do varistor.

Eate trabalho apresenta resultados de anAdlise micro-
eotrutwi al dos varistorea ZnDiCoMnSbSl (¥) e tamnnho
médlio dos griaos determinados pelo método G2 em microfo-
tografiag eletrdnicas de varrcdura de superficies polidas
¢ atacadas.

Por microscopla eletrdnlca de varcedura os digposl-
Livoa apresentaram nos pontos triplos um acumulo de  fage
intergranular cristalina (detalbe A da Figura 1), que age
rroleonga pelos contornos de graog com espesoura bastante
recdusida. Em ambag as temperaturns de sinterizacio 1100°C
e 1150°C (Flguras 1 e 2) obacrvou-oce a presenca do
opinglio (Zn?Gbztiz) disperso homopenenmente, e crep-
cimento madio dos griocs de 2.8 pm para 4.0 pm reaspecliva-
mente,

() Zn0.Blz00 .Con0s . Mu0z . S0 Al20n .S102 (3 molk Biz(n:
1 mal¥ Coate = Man = SleOa; 0.02 mol¥% Alzs o 0.5
nolX S5ilz)
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